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重要である。グラフェンが単離さ
れ た 当 初、 電 子 移 動 度 は ～ 104 
cm2 ／V・sec と報告され、これは代
表的な半導体であるシリコンの
1350 に比べておおよそ 1 桁高く、
高い電子移動度を持つことで知ら
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の上位 8 カ国を選んだ。2005 年か
ら 2009 年にかけてこの上位 8 カ国
のうち、ほとんどの国が 10 倍程度
の発表件数の伸びを示している。








ほぼ 0 であったが、2009 年には 70
件程度となっている。日本からの
発表件数は 2005 年には 2 位であっ
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連合講演会（2010 年 3 月、以下「応
用物理学会」）を、米国は Materials 
Research Society、2009 年秋期ミー
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大きく引き離している感がある。
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ギャップを 0.3 eV 程度にできるこ
とが光学的に確認されている 22）。
トランジスタを作製して、その電
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